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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne las elements de la demande intemationale (les feuflles de remplacement qui ont 6t6 
remises k I'office rScepteur en reponse k une invitation faite conform4ment k I'artlcle 14 sont considerees, dans 
le present rapport , comme "initiaiement dSpos^es" et ne sont pas Jointes en annexe au rapport puisqu'elles ne 
contiennent pas de modifications (regies 70. 16et 70. 17)) : 

Description, Pages 

1 -30 telles qu'initialement ddposSes 
RevendicationSi No. 

1-16 telles quinitialement d^pos§es 
Dessins, Feuilles 

1/3-3/3 telles qu'initialement dSposSes 

2. En ce qui concerne la langue, tous les 6l6ments indiquSs ci-dessus §taient k la. disposition de Tadministration 
ou lui ont 6X6 remis dans la langue dans laquelle la demande Intemationale a 6X6 deposde, sauf indication 
contraire donnee sous ce point. 

Ces §I6ments Staient k la disposition de {'administration ou lui ont 6X6 remis dans la langue suivante: ,qui est: 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (selon la rfegle 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande intemationale (selon la r^gle 48.3(b)). 

.□ la langue de la traduction remise aux fins de I'examen pr^liminaire Internationale (selon la r&gle 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui conceme les sequences de nucleotides ou d'aoide amln^sdlvulgu^es dans la demande 
intemationale (le cas §ch§ant), I'examen prSliminaire intemationale a 6X6 effectud sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrite. 

□ ddposd avec la demande Internationale, sous forme ddchiffrable par ordlnateur. 

□ remis uKerieurement k Tadmlnlstratlon, sous fomie 6criXe. 

□ remis ultdrleurement a Tadmlnlstration, sous fomie ddchiff rable par ordlnateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par ecrit et fourni ultdrieurement he va pas au-del& 
de la divulgation faite dans la demande telle que depos§e, a 6X6 foumie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous d^chiffrable par ordlnateur sont identiques 
k celles du listages des sequences Prdsente par Scrit, a 6X6 foumie. 

4. Les modifications ont entraTnd Tannulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendlcatlons, nos : 

□ des dessins, feuilles : 
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5 □ Le present rapport a et6 formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont 6t6 consid6r6es 
cornme allant au-del& de l'expos§ de ilnvention tel quil a 6t6 d6pos6. comma 11 est indique c!-apr6s (rSgle 

70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquSe au point 1 
et annex6e au pr4sent rapport.) 

6. Observations complementaires, le cas 6cli6ant : 

V. Declaration motlvee selon Tarticle 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et ia possibliite 
d'application industrielie; citations et explications a i'appui de cette declaration 

1. Declaration 
Nouveautd 



OuU Revendications 1-16 

Non: Revendications aucune 

Oui: Revendications 1-16 

Non: Revendications aucune 

Possibilite tf application industrielie Oui: Revendications 1-16 

Non: Revendications aucune 



Activity inventive 



2. Citations et explications 
voir feuiile separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et 
la possibilite d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette 
declaration 

1 . II est fait reference aux documents suivants : 

D1 : FR-A-2 809 867 (COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE) 7 d6cembre 2001 
(2001-12-07) 

D2: US-A-5 877 070 (TONGQ-YETAL) 2 mars 1999 (1999-03-02) 

2. La demande ne remplit pas les conditions 6nonc6es a i'article 6 PCT, les revendications 
1 , 9 et 16 n'etant pas claires. 

2.1. La revendicatlon 1 n'est pas claIre, dans la mesure oD elle d^finlt un "proc6d6 de 
realisation d'un substrat semiconducteur demontable". Le iecteur est dans I'incapacit6 de 
d6finir quelles caract^ristiques techniques le temne "demontable" implique, d'autant plus 
que ce temne se r6f6re a des etapes de realisation ulterieures non d6finies. 

De plus, la revendicatlon 1 d6finit un "traitement themnlque du substrat [...] men6 jusqu'^ 
I'apparitlon de d6fonT»ations locales [...] sous forme de deques mais sans g^n^rer 
d'exfoliations de la couche mince lors de cette 4tape et au cours de la suite du 
procede". La revendicatlon tente de definir I'objet pour lequel une protection est 
recherch6e par le r^sultat a atteindre, ce r§sultat §tant lui-m§me defini par rapport a des 
etapes futures de realisation non pr^cisees. Cette definition ne permet pas k la personne 
du metier de determiner quelles sent les caracteristiques techniques necessaires a la 
realisation de ce traitement thermique. 

2.2. Les objections emises pour la revendicatlon 1 sent aussi valables pour la 
revendicatlon 9. 

2.3. Finalement, la revendicatlon 16 n'est pas claire car elle implique "la fourniture d 'un 
substrat qui a deja ete demonte". Le substrat utilise ne peut §tre defini par reference k un 
precede anterieur lui-meme non defini de fagon claire. 

Le Iecteur ne salt pas k quelle etape du proc6de et & quelle surface le "conditionnement" 
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tel que d^fini dans la revendication se r^fdre. ... 



3. Sous reserve que les revendications 1 et 9 soient clarifiees, elles sembleraient etre 
nouvelles et inventives. 

3.1 . Le document D1 , qui est considers comme Stant I'etat de la technique le plus proche 
de Tobjet de la revendication 1 , dScrit (p. 1 8 ; fig. 1 a, 1 b) un precede de realisation d'un 
substrat semiconducteur, comprenant les etapes suivantes : 

- introduction espdces gazeuses dans le substrat salon des conditions permettant la 
constitution d'une couche fragilisee par la presence dans cette couche de micro-cavites 
et/ou de micro-bulles, une couche mince de materiau semiconducteur 6tant ainsi dSiimit^e 
entre la couche fragilisee et une face du substrat, 

- traitement thermique du substrat pour augmenter le niveau de f ragilisation de la couche 
fragilisee, 

- ^pitaxie de materiau semiconducteur sur ladite face du substrat pour foumir au moins 
une couche epitaxiee sur ladite couche mince. 

Par consequent, Tobjet de la revendication 1 differe de ce precede connu en ce que : le 
traitement thermique est mend jusqu*^ rapparition de deformations locales de ladite face 
du substrat sous forme de deques sans generer d'exfoliations. 

L'objet de la revendication 1 serait done nouveau (A. 33(2) PCX). 

Si D2 divulgue une manidre de produire ces deques (cf. col. 6, lignes 1*13), celles-ci sent 
consid§r§es comme non souhaitables et nulle mention de leur utilisation dans un precede 
similaire n'est faite dans Tdtat de la technique. 

Par consequent la revendication 1 impllquerait une activite inventive (A. 33(3) PCT), et les 
revendications 2-8 qui en dependent, satisferaient done dgalement, en tant que telles, aux 
conditions requises par le PCT en ce qui conceme la nouveaute et Tactlvite inventive. 

3.2. D1 decrit un precede d'obtentlon d'un dl6ment de materiau semiconducteur, 
caractdrise en ce qu'il comprend les Stapes suivantes : 

- foumiture d'un substrat semiconducteur comprenant un substrat ayant une couche 
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fragllls6e d6llmitant une couche mince, - 
- d^montage du substrat semiconducteur par ddtachement de ce substrat au niveau de la 
couclie fragiiisee. 

Par consequent, i'objet de la revendication 9 diff&re de ce precede connu en ce que : le 
substrat foumi est cloqu6. 

L'objet de la revendication 9 serait done nouveau (A. 33(2) PCT). 

Nulle mention de I'utilisation d'un substrat cloqu6 dans un precede similaire n'est sugg4r6e 
dans I'etat de la technique. 

Par consequent la revendication 9 Impliqueralt une activity inventive (A. 33(3) PCT), et les 
revendications 10-16 qui en dependent, satisferaient done Sgalement, en tant que teiles, 
aux conditions requises par le PCT en ce qui conceme la nouveaute et Tactivitd inventive 

4. Les revendications 1-16 satisfont aux exigences de I'article 33(4) PCT; 
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